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and D. R. T. Zahn:
The Influence of Antimony Interlayers on the Formation of CdS Epitaxial Layers on
InP(110) Studied by Raman, Photoluminescence, and Ellipsometry,
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1. U. Rossow, T. Fieseler, J. Geurts, D. R. T. Zahn, W. Richter, M. S. Puttock, and K.
P. Hilton:
Plasma-etched and sputtered GaAs(100) surfaces investigated by ellipsometry and Ra-
man spectroscopy,
8. Interdisciplinary Surface Science Conference (ISSC-8), Liverpool, UK, March 20-23,
1989.

2. U. Rossow, T. Fieseler, J. Geurts, D. R. T. Zahn, W. Richter, and M. Puttock:
Ellipsometrische und Ramanspektroskopische Untersuchungen an unterschiedlich, prä-
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87. D. R. T. Zahn, M. Reckzügel, R. Srama, U. Rossow, W. Richter, C. Maierhofer, K.
Horn, A. Winter, and A. Thomas:
In Situ Monitoring of Heterostructure Growth by Optical Spectroscopies: CdS on
InP(110),
Int. Conf. on the Formation of Semiconductor Interfaces ICFSI-3, Rome, Italy, 1991.

88. C. Nowak, D. R. T. Zahn, U. Rossow, and W. Richter:
In-Situ Raman Studies During the Epitaxial Growth of ZnSe Layers on GaAs(110),
Physics and Chemistry of Semiconductor Interfaces (PCSI) 19, Death Valley, CA, USA,
Jan. 1992.

22



89. A. Hase, F. Prins, H. Schweizer, M. Pilkuhn, H. Künzel, U. Rossow, and W. Richter:
MBE-Wachstum von (Al1−yGay)InAs-Schichten für Quantentopfstrukturen,
Frühjahrstagung des Arbeitskreises Festkörperphysik der Deutschen Physikalischen Ge-
sellschaft (DPG), Regensburg, März 1992.

90. S. M. Scholz, D. R. T. Zahn, A. B. Müller, U. Rossow, and W. Richter:
Reflektionsanisotropie- und Ellipsometriespektroskopie an dünnen kubischen CdS-Fil-
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Frühjahrstagung des Arbeitskreises Festkörperphysik der Deutschen Physikalischen Ge-
sellschaft (DPG), Berlin, Feb. 2008.
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